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电流模逻辑电路中高线性度电流参考源的分析与设计

周明珠１　 朱　恩１　 王守军２　 王志功１　韩　鹏１　 李　伟１

（１东南大学射频与光电集成电路研究所，南京 ２１００９６）
（２ＩＤＴＳｈａｎｇｈａｉ，上海 ２００２３３）

摘要：描述了应用于电流模逻辑电路中的高线性度电压 电流转换电路的设计与实现．该电路采用高增益两级运
算放大器构成负反馈，偏置电路利用工作在弱反型区的ＭＯＳ管电压电流呈指数律关系构成ＰＴＡＴ（ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ
ｔｏａｂｓｏｌｕｔｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）基准电流源．详细分析了电阻的类型以及运算放大器的参数对线性度的影响．通过优化
运算放大器的参数并采用电压系数较小的多晶硅电阻作为线性器件获得了较高的线性度．本电路已采用ＣＳＭＣ
０６μｍＣＭＯＳ工艺实现，测试结果表明：输出的总谐波失真为００００２％．输入动态范围为０～２６Ｖ，输出电流
为５０～４２６μＡ．ＰＴＡＴ基准电流源对电源变化的灵敏度为００２１７．芯片采用５Ｖ供电，功耗约为１３ｍＷ，芯片
面积为０１１２ｍｍ２．
关键词：线性电压电流转换电路；谐波失真；运算放大器；ＰＴＡＴ基准电流源
中图分类号：ＴＮ４３２

２２ ＺｈｏｕＭｉｎｇｚｈｕ牞ＺｈｕＥｎ牞ＷａｎｇＳｈｏｕｊｕｎ牞ＷａｎｇＺｈｉｇｏｎｇ牞ＨａｎＰｅｎｇ牞ａｎｄＬｉＷｅｉ　


